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(54)【発明の名称】 表示装置

(57)【要約】
【課題】  画素サイズを大きくせずに、表示品質に優れ
た面積階調表示を実現可能な液晶表示装置を提供する。
【解決手段】  本発明は、複数のメモリセルからなる画
素アレイ部１と、信号線駆動回路２と、ゲート線駆動回
路３とを備える。画素アレイ部１は、各画素ごとに、画
素データの下位ビット側の副画素１ａ，１ｂ，１ｃに電
源電圧を供給する電源ラインＶDD1，ＶSS1と上位ビット
側の副画素１ｄ，１ｅ，１ｆに電源電圧を供給する電源
ラインＶDD2，ＶSS2とを別個に有する。このため、下位
ビット側の副画素に供給する電源電圧レベルと上位ビッ
ト側の副画素に供給する電源電圧レベルとを個別に調整
できる。したがって、下位ビット側の副画素１ａ，１
ｂ，１ｃの画素サイズを上位ビット側の副画素１ｄ，１
ｅ，１ｆの画素サイズに比べてあまり小さくしなくて
も、表示品質の優れた階調表示が可能になる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】マトリクス状に配置された複数の表示画素
と、
この表示画素の行方向に沿って配置される複数本の走査
線と、
この表示画素の列方向に沿って配置されるデータ線と、
前記データ線に画素データを供給するデータ線駆動回路
と、
前記走査線に走査信号を供給する走査線駆動回路と、
前記データ線駆動回路及び前記走査線駆動回路を制御す
る制御部と、を備えた表示装置において、
前記複数の表示画素のそれぞれに対応して設けられ、前
記走査線又はデータ線に沿って配置される複数組の電源
ラインを備え、
前記表示画素は、
前記走査信号に応答して対応する前記画素データをサン
プリングするサンプリング部と、このサンプリング部に
よってサンプリングされた対応データを保持するメモリ
部と、前記対応データに基づいて所定の表示を行なう表
示部とからなる複数の副画素を含み、
前記メモリ部のそれぞれは、前記複数組の電源ラインの
いずれか一組に接続され、
一組の前記電源ラインに沿って配置される前記メモリ部
のそれぞれは、この組の電源ラインに接続されることを
特徴とする表示装置。
【請求項２】前記複数組の電源ラインのうち第１組の電
源ラインには、フレームごとに異なる電圧が供給され、
前記複数組の電源ラインのうち第２組の電源ラインに
は、フレームによらず常に一定の電圧が供給されること
を特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】前記第１組の電源ラインは、第１および第
２の電源ラインを有し、
前記第２組の電源ラインは、第３および第４の電源ライ
ンを有し、
前記第１および第２の電源ライン間の電位差は、前記第
３および第４の電源ラインの電位差よりも小さいことを
特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】前記表示部に対向配置される対向電極に
は、フレームごとに異なる電圧が供給されることを特徴
とする請求項２または３に記載の表示装置。
【請求項５】前記表示画素内の前記複数の副画素のう
ち、画素データの下位ビット側の副画素に接続される前
記電源ラインには、画素データの上位ビット側の副画素
に接続される前記電源ラインよりも低い電圧が供給され
ることを特徴とする請求項１～4のいずれかに記載の表
示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、表示装置に関わ
り、特に多階調のメモリを画素に配置した液晶や有機Ｅ
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Ｌ等の表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、表示装置の低消費電力化を達成す
るため、例えば各画素ごとにメモリを配置し、各メモリ
で画素データを保持し、これに基づいて表示を維持する
ことにより周辺回路動作を停止させ、装置の低消費電力
化を達成する表示装置が提案されている。例えば、特開
平9-258168には、コンデンサにより画素電圧を保持する
構成が開示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、多階調
の表示を実現するには、微細な容量のコンデンサを精度
良く製造する技術が必要になり、加えて、画素駆動用の
トランジスタのばらつきによる画面内のムラがおきるお
それもある。
【０００４】一方、特開平10-68931には、一画素を副画
素に分割して多階調を表示する液晶表示装置が開示され
ている。この装置を用いて例えば６ビットのデータの画
素を表示するためには、６個に分割した副画素を用いる
こととなるが、その最小画素は高精細化が進むにつれ一
層微細化する必要があり、その加工精度が多階調表示に
おける階調数を大きく制限していた。本発明は、このよ
うな点に鑑みてなされたものであり、その目的は、階調
数の多い多階調のメモリ表示が可能な表示装置を提供す
ることにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する
ために、本発明は、マトリクス状に配置された複数の表
示画素と、この表示画素の行方向に沿って配置される複
数本の走査線と、この表示画素の列方向に沿って配置さ
れるデータ線と、前記データ線に画素データを供給する
データ線駆動回路と、前記走査線に走査信号を供給する
走査線駆動回路と、前記データ線駆動回路及び前記走査
線駆動回路を制御する制御部と、を備えた表示装置にお
いて、前記複数の表示画素のそれぞれに対応して設けら
れ、前記走査線又はデータ線に沿って配置される複数組
の電源ラインを備え、前記表示画素は、前記走査信号に
応答して対応する前記画素データをサンプリングするサ
ンプリング部と、このサンプリング部によってサンプリ
ングされた対応データを保持するメモリ部と、前記対応
データに基づいて所定の表示を行なう表示部とからなる
複数の副画素を含み、前記メモリ部のそれぞれは、前記
複数組の電源ラインのいずれか一組に接続され、一組の
前記電源ラインに沿って配置される前記メモリ部のそれ
ぞれは、この組の電源ラインに接続される。本発明で
は、一画素内に複数組の電源ラインを設けるため、画素
データの下位ビット側の副画素に供給する電源電圧レベ
ルと上位ビット側の副画素に供給する電源電圧レベルと
を変えることができ、表示品質に優れた階調表示が可能
になる。
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【０００６】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係る表示装置につ
いて、図面を参照しながら具体的に説明する。
【０００７】図１は本発明に係る表示装置の一実施形態
における画素アレイ部のレイアウト図である。図１の画
素アレイ部は、面積階調表示が可能な画素構造になって
いる。
【０００８】図２は図１の画素アレイ部を有する表示装
置の一実施形態のブロック図である。本実施形態の表示
装置は、図３に示すように、複数のメモリセルからなる
画素アレイ部１と、信号線駆動回路２と、ゲート線駆動
回路３とを備えており、信号線駆動回路２には不図示の
ホストコンピュータからデータバスＢ１を介して画素デ
ータが供給される。
【０００９】信号線駆動回路２は列ブロックセレクタ４
を有し、ゲート線駆動回路３は行ブロックセレクタ５と
シフトレジスタ６とを有する。
【００１０】画素アレイ部１は、面積階調表示が可能な
画素構造になっている。一画素は、例えば６つの副画素
からなり、各副画素はSRAM構造の１ビットメモリを有す
る。
【００１１】図３は副画素の回路構成を示す図である。
図示のように、副画素は、ゲート線の電位によりオン・
オフする画素駆動用ＴＦＴＱ１と、画素駆動用ＴＦＴＱ
１のドレイン端子に接続される信号線Ｓ（Ｄ１～３の一
つ）と、画素駆動用ＴＦＴＱ１のソース端子に接続され
る補助容量Ｃ１、画素電極１１および１ビットのSRAM回
路１２とを有する。
【００１２】画素電極１１は、不図示の対向電極と対向
配置され、両電極間には液晶材料が配置される。
【００１３】SRAM回路１２は、縦続接続された２段のイ
ンバータＩＶ１，ＩＶ２と、後段のインバータＩＶ２の
出力端子と前段のインバータＩＶ１の入力端子との接続
経路を遮断するか否かを切替制御するトランジスタＱ２
と、画素駆動用ＴＦＴＱ１のソース端子とインバータＩ
Ｖ１の入力端子との接続経路を遮断するか否かを切替制
御する制御用ＴＦＴＱ３と、画素駆動用ＴＦＴＱ１のソ
ース端子とインバータＩＶ２の入力端子との接続経路を
遮断するか否かを切替制御する制御用ＴＦＴＱ４とを有
する。
【００１４】一画素を構成する６つの副画素１ａ～１ｆ
のサイズは、例えば2:4:8:8:16:32に設定されており、
そのうちの３つの副画素１ａ～１ｃはゲート線Ｇ１に接
続され、他の３つの副画素１ｄ～１ｆはゲート線Ｇ２に
接続されている。また、副画素１ａ，１ｄは信号線Ｄ１
に接続され、副画素１ｂ，１ｅは信号線Ｄ２に接続さ
れ、副画素１ｃ，１ｆは信号線Ｄ３に接続されている。
【００１５】図４は一画素の詳細構成を示す図、図５は
信号線に沿って隣接する２つの副画素の回路構成を示す
図である。
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【００１６】図４に示すように、ゲート線Ｇ１に沿って
３つの副画素１ａ，１ｂ，１ｃが配置され、ゲート線Ｇ
２に沿って３つの副画素１ｄ，１ｅ，１ｆが配置されて
いる。本実施形態の画素アレイ部１は、図５に示すよう
に、一画素ごとに２組の電源ライン（ＶDD1，ＶSS1）、
（ＶDD2，ＶSS2）を有する。一組の電源ラインＶDD1，
ＶSS1は、画素データの下位側３ビットに対応する副画
素１ａ，１ｂ，１ｃに接続され、他の組の電源ラインＶ
DD2，ＶSS2は、画素データの上位側３ビットに対応する
副画素１ｄ，１ｅ，１ｆに接続されている。
【００１７】また、ゲート線Ｇ１は副画素１ａ，１ｂ，
１ｃに接続され、ゲート線Ｇ２は副画素１ｄ，１ｅ，１
ｆに接続されている。さらに、信号線Ｄ１は副画素１
ａ，１ｄに接続され、信号線Ｄ２は副画素１ｂ，１ｅに
接続され、信号線Ｄ３は副画素１ｃ，１ｆに接続されて
いる。
【００１８】このように、一画素ごとに２組の電源ライ
ン（ＶDD1，ＶSS1）、（ＶDD2，ＶSS2）を設ける理由
は、画素データの下位側３ビットの副画素に供給する電
源電圧レベルを上位側３ビットの副画素に供給する電源
電圧レベルよりも低くすることにより、下位側3ビット
の副画素の画素サイズを上位側３ビットの副画素の画素
サイズよりあまり小さくしなくても、階調表示が可能に
なるためである。これにより、副画素の微細加工精度が
表示諧調数を制限しない、また生産性、製造歩留を向上
することができる。
【００１９】図６は本実施形態の表示装置の動作タイミ
ング図、図７はゲート線Ｇ１，Ｇ２と信号線Ｄ１～Ｄ３
の駆動タイミングを示す図である。図示のように、１水
平表示期間の前半でゲート線Ｇ１が駆動され、後半でゲ
ート線Ｇ２が駆動される。ゲート線Ｇ１が駆動されてい
る間に信号線Ｄ１～Ｄ３には画素データの下位側3ビッ
トのデータが供給され、下位側３ビットに対応する副画
素１ａ，１ｂ，１ｃの表示が行われる。また、ゲート線
Ｇ２が駆動されている間に信号線Ｄ１～Ｄ３には画素デ
ータの上位側３ビットのデータが供給され、上位側３ビ
ットに対応する副画素１ｄ，１ｅ，１ｆの表示が行われ
る。
【００２０】ゲート線Ｇ１，Ｇ２の駆動時間は、互いに
同じでもよいし、異なっていてもよい。画素部分の負荷
を考えると、上位ビットに対応する副画素１ｄ，１ｅ，
１ｆの方が画素サイズが大きくて負荷も大きいため，ゲ
ート線Ｇ２の駆動時間を長くするのが望ましい。
【００２１】また、ゲート線Ｇ１，Ｇ２のどちらを先に
駆動してもよい。上位ビットに対応する副画素を先に表
示すると、上位ビットが強調して表示されるため、静止
画表示の場合には画質がより向上する。一方、動画表示
の場合には、下位ビットに対応する副画素を先に表示し
た方が画面の変化が滑らかになるため、画質がより向上
する。
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【００２２】本実施形態では、フレームごとに極性反転
駆動を行う。ここでは、一例として、図５の２つの副画
素にいずれもハイレベルを書き込む場合について説明す
る。図６に示すように、ｎフレーム目でＶDD1＝２．５
Ｖ、ＶSS1＝０Ｖ、ＶDD2＝５Ｖ、ＶSS2＝０Ｖ、対向電
極が０Ｖであったとする。このとき、制御信号Ｌ１がハ
イレベル、制御信号Ｌ２がローレベルであるため、図５
のＡ点とＣ点が選択される。Ａ点，Ｃ点はそれぞれ２．
５Ｖ，５Ｖであるため、対向電極の電位に対してＡ点，
Ｃ点はそれぞれ２．５Ｖ，５Ｖの電位差になる。
【００２３】なお、ここでは、下位ビットの電位を上位
ビットの１／２としたが、液晶にかかる電位と透過率と
の関係から適切に設定する必要がある。透過率が１／２
になる電位が回路の都合上、設定しづらい場合は、画素
サイズを調整してもよい。ここでは、説明を簡略化する
ため，２．５Ｖ印加時に５Ｖ印加時の１／２の透過率に
なるとしている。
【００２４】一方、次の(n+1)フレーム目では、ＶDD1＝
５Ｖ、ＶSS1＝２．５Ｖ、対向電極は５Ｖになる。な
お、ＶDD2とＶSS2は変化しない。このとき、制御信号Ｌ
１がローレベル、制御信号Ｌ２がハイレベルであるた
め、図５のＢ点とＤ点が選択される。Ｂ点，Ｄ点はそれ
ぞれ２．５Ｖ、０Ｖであるため、対向電極の電位に対し
てＢ点，Ｄ点はそれぞれ－２．５Ｖ、－５Ｖの電位差に
なる。
【００２５】このように、フレームごとに、下位３ビッ
トの副画素１ａ，１ｂ，１ｃに印加する電源電位ＶDD
1，ＶSS1の電位レベルを切り替えることにより、下位３
ビットの副画素１ａ，１ｂ，１ｃに印加される電源電圧
を上位３ビットの副画素１ｄ，１ｅ，１ｆに印加される
電源電圧の略１／２に設定できる。また、対向電極に印
加する電位レベルをフレームごとに切り替えることによ
り、フレーム単位で極性反転駆動を行うことができる。
【００２６】図６では、１水平表示期間内にゲート線Ｇ
１，Ｇ２をそれぞれ別々のタイミングで駆動する例を示
したが、ゲート線Ｇ１，Ｇ２を同一のタイミングで駆動
してもよい。信号線Ｄ１には画素データの０ビット目と
３ビット目に対応する副画素１ａ，１ｄが接続され、信
号線Ｄ２には１ビット目と４ビット目に対応する副画素
１ｂ，１ｅが接続され、信号線Ｄ３には２ビット目と５
ビット目に対応する副画素１ｃ，１ｆが接続されている
ため、画素面積が9:18:36の２3＝８階調の表示が行われ
る。
【００２７】ゲート線を図６および図７のように別個の
タイミングで駆動するか、あるいは上述したように同一
のタイミングで駆動するかを、任意に切り替えられるよ
うにしてもよい。階調数が少ないほど消費電力を低減で
きるため、消費電力を低減したい場合には複数のゲート
線を同タイミングで駆動すればよい。
【００２８】このように、本実施形態では、一画素中の*
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*下位ビット側の副画素１ａ，１ｂ，１ｃに電源電圧を供
給する電源ラインＶDD1，ＶSS1と上位ビット側の副画素
１ｄ，１ｅ，１ｆに電源電圧を供給する電源ラインＶDD
2，ＶSS2とを別個に設けるため、下位ビット側の副画素
に供給する電源電圧レベルと上位ビット側の副画素に供
給する電源電圧レベルとを個別に調整できる。したがっ
て、下位ビット側の副画素１ａ，１ｂ，１ｃの画素サイ
ズを上位ビット側の副画素１ｄ，１ｅ，１ｆの画素サイ
ズに比べてあまり小さくしなくても、表示品質の優れた
階調表示が可能になる。
【００２９】なお、図１では、一画素中に二組の電源ラ
インを設ける例を説明したが、三組以上の電源ラインを
設けてもよい。また、一画素を構成する副画素の数や、
信号線とゲート線の数は上述した実施形態に限定されな
い。
【００３０】上記では、１フレームの前半に画素データ
の下位３ビットに対応する副画素を駆動する例を説明し
たが、上位３ビットに対応する副画素を先に駆動しても
よい。上位３ビット側の副画素を先に駆動すると、上位
３ビットが強調表示されるが、上述した実施形態のよう
なSRAMを用いて静止画表示を行う場合には、画質がより
向上する。
【００３１】一方、動画を表示する場合には、下位３ビ
ット側の副画素を先に駆動した方が画面の変化が滑らか
になるため、画質がより向上する。
【００３２】上述した実施形態では、本発明に係る表示
装置を液晶表示装置に適用した例を説明したが、本発明
はＥＬ(ElectroLuminescence)表示装置にも同様に適用
可能である。ＥＬ表示装置の場合、極性反転駆動を行う
必要はないので、図３の制御用ＴＦＴＱ３，Ｑ４は省略
することができる。
【００３３】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ
れば、本発明によれば、副画素による多階調表示を用い
て画面表示をすることができ、かつ、１ビットメモリを
用いたメモリ表示を行うこともでき、これにより周辺の
回路動作を停止させ、低消費電力化を達成することがで
きる。また、面積諧調に際し、最小画素面積が加工精度
の制約を受けないため、高精細な表示装置であっても多
階調表示が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る表示装置の一実施形態における画
素アレイ部のレイアウト図。
【図２】図１の画素アレイ部を有する表示装置の一実施
形態のブロック図。
【図３】副画素の回路構成を示す図。
【図４】一画素の詳細構成を示す図。
【図５】信号線に沿って隣接する２つの副画素の回路構
成を示す図。
【図６】本実施形態の表示装置の動作タイミング図。
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【図７】ゲート線と信号線との駆動タイミングを示す
図。
【符号の説明】
１  画素アレイ部
２，３  アドレスデコーダ
４  表示メモリ（VRAM）
５  VRAMコントローラ
６  ＣＰＵ *

8
*７  周辺回路
１１  メモリセル
１２  データバス
１３  ビット線駆動回路
１４  ワード線駆動回路
１５  列ブロックセレクタ
１６  行ブロックセレクタ
１７  シフトレジスタ

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

  
─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１３年１０月２５日（２００１．１０．
２５）
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正内容】
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図７】
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【図６】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种能够在不增大像素尺寸的情况下实现显示品质优
异的区域灰度显示的液晶显示装置。 本发明包括具有多个存储单元的像
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VDD1，VSS1用于向低位侧上的子像素以及高位侧的子像素1d，1e，1f
供电。 它具有分开的电源线VDD2和VSS2，用于提供电压。 因此，可以
分别调节提供给低位侧子像素的电源电压电平和提供给高位侧子像素的
电源电压电平。 因此，即使低位侧的子像素1a，1b，1c的像素尺寸比高
位侧的子像素1d，1e，1f的像素尺寸小很多，也可以实现显示品质优异
的灰度显示。 这将成为可能。
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